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Area tematica: G. Aplicaciones de nanomateriales en ambiente, energia, agro, alimentos y catalisis

Los dispositivos memristivos ferroeléctricos basados en Hfy5Zro 50, (HZO) epitaxial constituyen una
plataforma muy promisoria para electrénica neuromérfica, donde el transporte puede estar gobernado
por tunel modulado por polarizacién, migracién de vacancias de oxigeno o la coexistencia de ambos
mecanismos. En este trabajo estudiamos uniones Pt/HZO/Lag 67Sro.33MnO3 con barreras ferroeléctricas
ultradelgadas (< 6 nm), enfocandonos en el rol de la superficie del dispositivo, barriendo alrededor de
tres érdenes de magnitud en area.

Mediante la combinacién de caracterizacidn ferroeléctrica, curvas -V memristivas y andlisis estadistico
sobre muiltiples areas, identificamos dos familias robustas de conmutacion resistiva con quiralidades
opuestas. Los dispositivos pequefios presentan predominantemente un estado de baja resistencia que
escala aproximadamente como 1/area, consistente con transporte tunel espacialmente homogéneo a
través de una barrera modulada por polarizacién. En contraste, los dispositivos de mayor area desarrollan
progresivamente un estado de baja resistencia practicamente independiente del area, compatible con
canales conductores localizados.

La probabilidad de observar conmutacién con transiciones de SET positivas aumenta monétonamente
con el area y es capturada cuantitativamente mediante un modelo de nucleacién de Poisson, del cual
se extrae un drea caracteristica de transicion A* 10° um?2. Este crossover correlaciona con el onset del
fendmeno de wake-up ferroeléctrico en dispositivos grandes, apoyando una descripcidn fisica unificada
basada en redistribucién de vacancias de oxigeno ante la aplicacion de estimulo eléctrico.

Estos resultados establecen al tamario lateral como un parametro de disefio clave para seleccionar el
mecanismo dominante de transporte memristivo en hafnia epitaxial.
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